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@ Verfahr*n zur teiaktiven Ablagerung Bines MftTBltfllmS 

@ Dte vorll&gendo Erfindun? «t«lk ft«n Vftrfihw xur itioW 
ven Abl«fle/ung ataw MetallfWma in Gfftuing «iner 
Isoliarechicht zur Verfugunc, die eaf Binom Halblertersub- 
vtrtt yOr^e^Mn wobei do Offnung ema Oberflache 
tumtnd«st tntwader «t**r MetallschJcht mnmr H«]hJ«har- 
scnicnt Oder einea Ha*kHec^u^«triis troilegt, wobei <Us 
Verfahren folgende Schrine umfafii: Aussetzan einer Ober- 
rlicb* ear iseJierschrcht und der Subctntoberflficne elnam 
Gasplasma, w«Jch»» rummd«st «ntwad«r »ut itrtem Inert 
gas Oder Waaterswff besteht AwM^w d«r Iwlterscnicht 
ainam Gas. welches Kaloganamme mrt Ausnahme von 
nu6f*lom«ft anthllt. und saJeictfv«t Ahlaflem ernes Mexafl< 
films in dor 6ffmmg d«r IceEorsehicht. 
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LVschrdbung cchc Enuadung unter Vctweoduug cine* Sauersxc FTg a- 

sea durchgcruhrt, urn den Photolack durch Einsatz < tines 

Die vornegende Erfindung bctrifft cm Vcrfahren rur Sauentr offridikals (0*) zu veraschea Audi der B xien 

sdcjoj^tn Ablagcrung tines MeultfUnu, und bctrifft do Kontaktlocbcs wird bcl diescro Vcraschvng vor- 

inibe jondere ein Verfanreo, bd welchem ein guter dek- s gang oxkfifin. Eint durch RIE Desohldigte Schicht wird 

triscbcr KonUkt mlt einer unter dero MetaUfilm Ecgen- infoige des RIEpVorgangs und det Veraxchung vor 

den Scfaicht erziclt wird, sowie cine hohc Sclekthrittt fingscrzeugt 

dex Wachrtums des Metdffilms. Wean cine durch eine RIE b aschldi gte Sehicfa t 

Ein bohcr IntegraiionsrTad von HalbldicrYorrtchtua- Boden da KontaktJodu vorhanden ist, crfoigt Wo 

gen wurde durch die Miniaturisierung voa Banelemen- t0 Wachstuoi des durch das fidekrive CVD-Verfahre j «• 

ten der Vomchtungen endelt Allerdings traten bean zeugteo MetaUfilms. da die durch RIE batch! lift* 

HerstriJungwerfabreR fur deranige Hdbldter*orrich- Scfaicht als Isollcrfilm wirkt Daber mufi die durct RIE 

tungen verjchicdeoe Probleme aut die whitehead ftr- beichedlgte Schieht vor deffl Wadwcm det Metal Rims 

liotert sind Bdsptdsweisc bcus Vcrdrafcamgsvarg&ng eatfemtwcrdcn- 

wurde die Breite der Verdribtting klelo. infolge einer is Es gibt eta Verfohren zur Entfenumg ehier dorck RIE 

Vcrklcinerung aufgrund geinderter Deaignrcgtto tut- bcschidigten Schicht durch cine naJchxmiscbc tea bd- 

sprechend der Miiuaturisiserung, und es erhflhte rich rang mlt HF und dergWchen. Nach der na&chemb ±en 

das Streckungsyerhlltnis (Tief e/Breke ernes Kontakdo- Bearbdtung wird Jcdoch das Subsuat fzdt rdnem 1 Vas- 

ches) eines KLontaktlochs zuxn Verbindcn einer oberen scr gtwaschen und In einer Nr Atmosphare getroc enct, 

Verdrahtuogsschicht mh einer unteren Verdrahtungs- » und wird nonruterwdse der Aunosphlre ansgei etzt, 

SChichL Werui erne Schicht aos cincr Al-Si-Ctt-Ugk- wenn «? *ur Vorrichtuna rur DarchfQhnmg der tei ekri- 

rung in einem Kontaktloch unter Verwendung des fiblw van CVD bef Srdart wird. Durch dies en Transport 1 1 der 

chen Sputtervcrrahrens erzengt wurde; wurde (fie Aus- Atmosphlre wird crneut eine naturhche Oxidschicl 



tauf 
reine 



bilcung dncr vcrlaBlichen Verdrahning scfawkrig, da der ObcrfUchc des Substrate erzcugt, obwohl dne 

am Boden des Kootafcrjoches Verdrahtung Risse h MetaHobernache oder erne reine HalbleiteroberAche 

aufweiser. oder sogar brechen kanr^ durch die oaBchemische Bearbdtung firdgdegt w trde. 

Ais Vcrfahren zur Losung dea aufgrund des hohen Wenn dne naturiiche Oxidschicht vorbanden fat, 



vcr* 

Strcdcw^fverhaltnijsej anes derartigen Kcntaktlochs ichlechtern rich die elektrischen Eigenachaften, dk ein 
auftrc;ciwicn Problems wcrdcL cinigc Verfabrcti wrgc- MetallnTnj durch das naturiiche Oxid eufwAchsL Das 
schl8geo, bci wclcheo ein leitfthigw Verdrahtungimaie- 90 Vtrfahren mit naCchcmiscricr Bcarbdtucg wurde c ther 
rial das Kontaktloch dnbettet und daon flach ausgebtl- xn der Praxis nicht eingesetzt 
dct wird Ah ein derarrjges Vcrfahren ist <fie sdetaive . Nach der Entfernuag der durch RIE beschid gtcn 
ehemische Dampfablaganrngrtectnilt (CVD: Chemical Schicht und Freileguog der reinea Oberflfichen mu ) da- 
Vapor Deposition) pekarjit, bd wclchera sdekrfv ein her ein MetaHfunx auf der re ben Oberfllchc herge ticllt 
Metalifdm beispielsweise aus Wolfram (WJ our in dem 35 werden, ohne dafl diese der Atmoiphire ausgc setzt 
Komakt ausgcbildet wird Diese Tcchnik 1st deswegen wird 

bedeuaam. da sdbst bd doem ticfen Kontakdoch ein Ein Bdspiei fur cut derartiges Verfahrta bt ii der 
MetalifUm vnm Boden des Kontakdochs aus wachsen japaniscben Patentver6f f emlichung (KokaT) Nr. 
k antt. 60-96931 (Dokument 1) beschrieben. Bei diesem Ve rfah- 

Das selekiivc CVD* Vcrfahren wird nachstchend er- 40 ren wird sdektrv W ausgebildet, nach FreDegen nit d- 
liutert Bern Gasplasma. urn die durch RIE beschadigie Sc iucht 

Ein Isolicrlihn wird auf einem Haiblettcrsubstrat aus- zu eat/eroen. Dieses Verfahren ist besondcrs wiri sam. 
gebDdec auf welch cm cke'Hilbldtervorrichtung oder , wenn ein Spuuervorgang bd der durch RIE bescb idig- 
ein HalWdtcrdcmcot ausgcbildM werdeo sou, una ten Schicht mit Argoftionen, die von einer eleltrru chen 
wenn ein Kontaktiocb zur Hemdlung deer delctri- as EnUaduog enevgt warden, oder mh Argon-Gas d trch- 
schea Veitindung durch realuives Ionenatzen (RIE) ge- gefuhrt wird 

Offnet wird, so bildet sich eine durch RIE beschadigte Allerdings erfolgt das Sputtem nicht nur am Boden 
Schich: am Boden des Kontaktlochcs aus, Der Gnrad dea Komaktlochs, sondem auch auf der Oberflach s des 
fGr die AusbMung einer derartigeo. durch RIE besehi- SOiziurnoxids. Bern Sputtem critc das Phanomei auf, 
digten Schicht btfolgcndcr. 50 d«B Ktomt mh lucdngem Gewicnx zuent gespittcrt 

Naehdem ein Photolack eufgebracht and ein ge* werden (selcktivcs Sputtem). Bd einer SUiziumwid- 
wunschtes Muster auf dem IsoUcrfum durch da opti- schicht erfolgt zuerst das SpUUftrn Von Sauemol fato- 
scbes Bdichtungsverf ahren hergcstdlt wurde, wird das men (0\ und nach dem Sputtem sind an der Oberf iche 
Kontaktloch unter Verwendung ernes RIE-Verfahrens zusteliehe Siuaumatome vorbanden, die nicht dem 
dadurch geOffoet, dafl die Abschnitte des IsolitrfUnrs 55 rfcfaugcQ stochiometrischen Verhaltnis entspre^en. 
geat2t werden. die mcht durch den Photolack gaschQtzt Dieses uberflussige Si erzeugt dne freie Bindung. u id es 
sind Wenn der IsolierfiUn bdspielswdse Siuaiomojud kann keine sdekrive Ablagerung eines MdaltfuttS er- 
1st dann wird eine Atzung unter Verwendung dner zidt werden. 

Gasmiscbung durchgeffihrt, die Fluoratome enthilt. bei- Der Mecharustnus fur die setekuvc AbUgeruog ones 
Snidswdsc CF<. et W-Fums, der dnen derartiger Metallfuraa darstei It, tst 

Da bei diesem RIE-Verf ahren bin Plasma varwendet beschrieben in ho ct al, "lapancsc Journal of At pUod 
wird gdangen clcktrische oder lonbche Tdlchen auf Pbisics, 30. Nr. 7, Sdtea 1S25 bis 1529 (1991)'. (1 olo 
das Substrat Rucksilnde des CH -Systems aus dem Pho- ment2). 

toUcksowicFc^erCdi.aasdcmGasplasrnastanu^^ ^—^^•^^^^^ffi 
bldbcc am Boden des Kontaktloches zuruck Dana wird w Elekcronen zum WF» bewegen. welches von der < M*r- 
d« w der SubsmtnberfUcbe verbUebene Photolack flfichode| ^Substrats 

nach Offnung des JConuktJoches entfernt Das Entfer. tion und D^sozution beginnen und hierdurchani Kn- 
nlS te?^tetovriid gewOhnlich durch cine dekui- stlOJkeimbildungsscbcb; erzeugt w ir <L D,e f re.c Bin- 
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dang des Si-Awms weist era ungepaanes Elektron auf. Qbrigbleibendern Chic* ; 

und wlrkt als Dektrwwdonator, und daher erfolgt tin Fig. a eine Aufricfat zur Eriluterung des Gnu dprin- 
WichHum von W auf der OberfUche, Aus diesem zipsdcrvorfiejendenErftodung: 
Grund lit es schwierig, die selective A bjagerung eines Pig. S one Aufsicht auf erne Vorrichtung zur 1 ferd>- 
W-FDros durch das Vcrfahrcn dcr japafuscficnTftcnt- $ funning 3cs erflnduogsgemlBca Verfahrensj 
veroffeiruichung (ICokai) Nr. 60-95931 durchzufflhrea Fig. 6 erne Schnittanacht mh einer DarsteUu ig des 

Angcxichts cHescr Situation wird cin Vcrfahrcn zxsm Yorgangs zur selcktiven Herstelluiig dues W-FH ns bri 
Absltrjgen der arf einern Uolierfflm erzeugten frcien ekero enten AusJuhnnujsbeisptei der voruegend en Er- 
Bindunginder iapajuKhccPatenrrerOffectltdiungtKo- fiodung; 

Icai) Nr. 2-38568 (Dokument 3) vwgeschtagen. Bei die- « Kg. 7 eta Diagramm der Abhlngigkeit des Rcntafct- 
sern Vcrfahrcn wird nach Darckfilhnmg einer Masmalt- widcrttaodi vgader K^taktgrt8c,iarVerdeudiduiog 
rung der betuudclteii Subsiratoberfliche durcfc Argon- der Auswirkungen der emeu Acsfahrongsfonn <k r vor» 
gas und dergldchen run Reiaigen efo Subsxrax einer Hegenden Erfindung; 

jewunschten Gasaxomsphare aujgesetzt, and wird die Fig. 8 cin Diagramm der Vardrahtungtkurzs AlurV 
freie Buidung durch O, N, F oder OH abgesltdgt. DaHer \ 9 eusbeute bei einer ernen A ^r^^nfnfTurbicht. uzn oic Ff~ 
wirdcmgmcrMctallf!lmau$gebiklet fekte der erstcn Ausfahningsform der vonlegend m £r- 

Weiterhin wird in der japanJsehen Patearvet*£femlj- radungzu verdeutlicben; 
caves (KoUi) Nr. 1-201936 cin Vcrfahrcn zur sckkti- Fig. 9 cine Sconitunscht des seJektrren Herstel ungs- 
«n AbJigerung eines Meullfzlms nach Atzung eines vorgangs fur etnen W-FHm gemaB emer zwertex Aus- 
Orrnungstetls eines Kontakdodies vorgeschlagen, wel- 29 fuhrun^ormder Erfindung; 
ches in tincm Film aus AiuminiuzDOXid Oder einc Fig. 10 cin Diagramm dcr AbhlngigfcKt des Ko itakl- 
SiOr Schichi enter Verwendung eines Gasptiamas, wel- widerstznds vpn der KootafctgriBe zur Verdeutfi hang 
ches ChJorid cntbilt, beispitisweise BCU ausgebildet dcr Auswirkungen dcr zwehen Ausfuhrungsfonn; 
wird Fig. UeuiDiagrwnmmhehwDftKtellurtgdcr Curz- 

Bd diesem Vcrfahren ist cs megEcn, den Kontaktwi- » sdbJuBawbcwc bci cincr crsten Aluminiums chict t, zur 
demand am Komaktlocb zu verringern, da der Isofier- Verdeutlicbung der Aiuwirfcungen bei der zwerter Ausv 
film, der an der ObcrfUche des KooUlrtlochs crawigi ftthrnngsform der Er£ndung; 
wird, entfernt werden kann ohnc <fic ObcrfUche des Rg. 12 cine Tdlamicbt cincr Vomcfatnng. die lei ei- 
AJurnini-jmoxidrllms oder SiOi-Schieht zn bescbidigen. ner drrrten AnsfGhmngsform der ErEndung cm* sem 
unw Vcrwcadun^cincs chlorhaJngcc Gases, 30 wird; 

AUerdiogj tuben die vortieffenden Erfinder hcrausgc- Fig. 13 eine Sdunttansiebt des selekoren HetteD- 
funden, da3 es sebwierig ist, eine hohe Selekdvitat und sungsvor^gaogs fur einen XV-Ftlni gemaB der d ittea 
cincn cutcn MctallrUm zu crzielen, sclbsi wenn die vor- AusfQhnzngsform dcr vorliegendeo Erfindung' und 
knstthtsc ztztLfiXtm VerfiKren bei der ^lekt^eu CVD Fig. 14 eine Sdmlttanskkt des teiekdven Hcrstct- 
cbgcscizt werden. x lungsYorgangs fur einen W-FHra gcmfiB cincr vi crten 

Bei der voriie^enden Erfindung wird iur Usucg der Aisflhriingjrforrn der vorfegenden Erfindung. 
voranstehend geschilderien Problecic em guter dektri- Bevor die b«vorrugtcn Ausfatrungsfonaea des irfin- 
scher Knatakt zwischen einera Mctallfilia der durch dungsgeraifien Verfahrens beschrieben warden, e folgt 
selektive CYD erzeugt wird. und dem dAronterliegen- nadmebend eine eingebende Unlersnchung der d< r Ep- 
d«c Abschniu crzieh, bewpielswwe cincro Si-Subnrat, 40 finduag aagnmdeBcgcndcn Mcc haniamea 
am Boden des KonialcUoches, welches in dero Isoberfilrn W5e voranstehend erwihnt wird, naehdem ein fCon- 
ausgebilde: wird, und wird darfiber binaus eine hohe utktloch in euiem Ifoberfilm mlttels RIE unter Vei w«h 
SdckavHi: des MciaUTUms in Bezug auf den tsoljerfilro dung cincs Photolackraostcrs ah Maske und nacnfol- 
zurVerfOguaggesteiJt. gender Verasehung des belichteten Photoiaekmtstera 

Die vorEegende Erfindung stellt ein Verfahren zur 15 rnii eincm Saucrstoffplasma und dergtdcbcn hcrg< Stclit 
selekriven Abiagerung cincs MctaUfihns m cincr Off- wurde, eine durch RIE beschfidigte Schicht odet eine 
nung cincr IsoIIerschicht auf einem HalbJeitersubstrai Oxidschichi eines darunteriiegenden AbachnJtu ax i Be- 
zur Vcrfugung, wo bci die Ofnaung eine Oberflachc zu- den des Knntakilochcs crzcugt T 
nundesi encweder einer Metailschicht, oder einer Haifa- Wenn in dicsem Zustand ein Subfirat einer Plasi iaat- 
Jeiterschicbt. oder des HalbJeicersubstrats freilegt, wo- 50 mosphftre aus ebxera Incrujas oder Waitcrjtoffgw aus- 
bci das Vcrfahrcn folgcndc SchrtiK umfaBt: cine Obcr- gesetzi wird, werden die durch RIE beschldigte Sc tnchi 
flache der Uolier schicht und der durch die OfTnung frei- am Boden des KontaJdloches und die Ojodschich t des 
gelegten Oberflacbe wird einem Gasplasma ausgesetzt, damntei^cgeadcn AbschnittS durch den Sputtcn ffda 
wclchej aus zumindest entweder cincm Inertgas oder oder eine dbemische ReaVtion von Ion en oder Ra fflca- 
SauerstorT besteht; die Isolierschlcht wird einem Gas 55 len entfernt, die durch das Plasma erzeugt werden. Zts 
ausgesca^, weiches HaJogentAtomc mit Ausnahme von dicsem Zdrpunkt wird audi die OberfUche des I* >Iier- 
nuoraxoaen aufwein; und in der Offnung der Uolier- films geim, so daB tie aktiv wird. Insbesonderi : bei 
schicht wird setektiv em Metaluilm abgeUgert einem starken Sounereffelo: tritt an dcr Qbcrfiach j des 

Die Erfindung wird nachstehecd anhand zeiebnexisch Isolierfiims ein hoher Gehalt an SUiziurn (Si) auf, und 
dargestelher AusfUhrungsbeispieie naher erliutert, aus to sind zahlreiche freJe Bindungen vorhanderv 
welchcn wriicrc Vortefle und Merkroalc hervorgehert Wenn dieses Substrai einer Gasatmosphlrc atsgc- 
Eszeigt: t«zt wird. die kein Hasma ist. and Halogetutom< mit 

Rg. } erne Anfsicht und era Diagramm zur Erliute- Aumakme von Flupr eathatt, wird die Ot*rfUch< des 
rung des C^ndprinzips dcr vorlicgenden Erfindung; Isolierfiims durch Verbindungen einschiieBlich der 1 Vas- 

Fig. 2 eine Aufsicht zur EHaulenmg des Gnindprin- & serstotfatome oder durch verseizte Bestandceile der 
zips dcr L-findung; Ycrbindongcn abgcsgttigL Besondcrs gut legem sich 

Fig. 3 ein Diagramm rait einer DarsteJlung der Bezie- Halogcmtornc an der Oberflache an, auf welehe • die; 
hung 2 wischen der Anlafiiemperatur und der Menge an freien Bindungen vorhanden sind. 



11/26/2881 18:42 6884215585 



REEDFAX 



PAGE 85/25 



DE 196 27 017 Al 

5 6 

Da tndermtro am Bodeu des Koouktlocbc* die Fte. 2 zeigt Potentklkurveo des Syitems OS -F (xi 

durch RJE beschad&gie Sciiicht und«die Oxiaschictu em- - dr2 - WF* and M - Si) und des Systems ^Si-F 

femt wurden, jind kelne freren Bthdungen vorhandes, (xi - F, x2 — WF* und M - Si). 7nsflfTlW) Ut ru 

Ycrbindunjcn, die HeJofcnaiomc enthalten, lief en da- VenkSchszwecken is Fig. 2 inch die Energie fa * W-F 

her in einem Zurtanrf ror, in wekhem die phyriksliiche % dirgectetil 

Absorption tehwach Ul Wie«a»Ilg.2 hervoefchwretgien dc Syntm ? -Si-F 

Nacndern das Substrat dutch die vormrtcbend ge- tetchier mil WF 6 als das System d-Si-F. Wosm daher 

scHlderten Vorglnge bearbehet wurde, wild em Me- frde Bindungen von Si durch F abgesltdgt werd rn, er- 

caUfilm wk beispieisweisc tin W-FUm mitttb CVD u> fiolgt em einf aches Aufwachscn von W. vergifchi n mit 

ter Verwendung ernes Gases an* WF« tmd SiH 4 herge- to der Absittigung dorcfa d Diese Eriiutenmg sdmj nt mit 

ite&t. Die Absorption rgo WF 8 uod SiH^ an dem (sotier- den Versucfasergebohsen Qberem, die nachstehe id or- 

fto wird durob die Verblndungen gesteuen welche die lauten werden. 

Helogenatome ent&alten, die zur AbsArdgung dienen, Nadutebeod wird ein Verfahren zur HenteHi ng d* 

Oder durch die Halogenatome auf dem tsoticrrllm, uod nes MeiaUTdnu gernlfi der voriiegenden Erflndu lg er* 

die Ablagenmg Ton W-Tdkhcn auf den Isolierfilm is Hut en. welches gegenflber dem im Dokument 3 gi schil- 

wird umcrdrQckL Eine Sabstiuitionsrcaktion nmchen derteo Ycjfahrcn Yonciie Wetet 

WF 6 und der Verbludung, welche das Kalogenttom eot- lire tine durch R1E beschadigte Sehkht am ] teden 

hill, welches pyfasDcalucb abtorbiert wird, wird gefdr» des Kontaktloches xu entfernen, wird RIE VTOf E BSatZ 

dcrt und W wachst auf, mfr hoher Sekkttvhi t, am Boden von BOa verwendet RJE mh BOj wird 60 bis l'O Se> 

des Kontaktloehea. 20 knnden lang unter folgendeo Bedingungen duichge- 

Der Mecbanumus der hochselektrven CVD des Me* TQhrt; 100 Scan (Standard Kubikzentimeter pro rfinu- 

talffilms gemiB der voriiegeodea Erfinduce wird von te), ein Druck von 03 Pa, und eine RF-Ausgengsie stung 

den Erfutdem xuf der Grundlage folgender Dberlegun- von 100 W. ASerdxogt bleiben Chlor und Bor am I toden 

gen und Erkenntnisse eriautert des Knntaktlocbes ilbrig, und wAchst kein W auf. 1 Daher 

Zuerst wird ein Model! wie freie Bmdungeh von Si, 25 erfolgt eine Wirmebeha^dlung des Substms bei emer 

die durch Chlor (CI) abgesitngt werden, uberiegt. Wej- Temp era tur von 200 bis 400* und eine Entfenmn % von 

terhin wird jewels die SubiUsiehmgsenerye des O-Si- Chlor an der Oberflaebe des Metalli und dans t rfolgi 

Modelis (vorliegende ErfmduogX wood freae Btndungen ein Wacfcstum von W. 

von Si durch Cbiorttomc (Q) abgesltdgt werden, so wic Um die Beziebung der Temperarnr der Wan acbo- 

fur das F-S3*ModeD (Stand der Techrak) berechnet bei so handlung tmd der Chlormenge zu ontersuehen. 6 it am 

wekhem freie Bindungen von Si durch Huorxtome (F) Bodes des KontaJtts cbrigbldbt, wird ein Al-J egie- 

abges£ttigt werden. wenn WF« zugfflhrt wird. rungsfdm ubcr dnera gesamten Substrat hergistelh; 

Fl^. 1(a) leigi eine AnOrdming. wenn «ch ein Molekil und mxttcls RIE unter Eirxat2 von BOj gefttzt. Denn 

x2 einem System eines Atoms xi annihert, welches wurdc eine 300 Selcundes lacge Warmebehandlu] ig bei 

durch ein Substraubtom M abgesattigt 1st 35 verschiedenenTemperaturendtaxhgefu^DieKtenffe 

Id Fig. t (e) isz das Atom M SUizium (Si), das MolelcQl an dbngbleibeodem Ci, die durch Atomabsorp uont- 

X2 ist WFfe und das Atom XI 1st entweder Chlor oder spcktro-Photoraetrie bcjtimmt wird, Ut in Fig. 3 ge- 

Fluor. Die Bezeichntmg *0-Si-F' wird in dem Fall ver- zeigt 

wendet, in welch cm Xl Chlor isz, und ein Symbol T-Si- Obwohl die Menge an verbid bendem CI linear Ms XV 

F* wird in jenem Fall verwendet, in wcicbem XI Fluor 40 einer Temperatur von 400* hlr die WarmebtJiar dlung 

ist MT« wird in diesen Symbolen durch ein F- Atom ahnimmt wird ein konstanter Wert errebht wc nn m 

bexeiebne^ Dies licgt daran, daB f»ch dai W-Atoef| im IRfr 3 4W* Qberschrinen werden, Dies lift sich c amus 

Zentmm einer okxabedrischen Moleiculancjdnung be- verstehen, daC die Sublimationstemperatur von AlCb 

Hndet, und die Fluorstornc (F) jeweiis an den Spitzen etwa 370° beiragi. Berucksichtigt man, dad em gutes 

des Oktaheders lieseo. wodurch Fluor zuerst in Wech- t$ Aufwachsen von W erfolgt, nachdem cine Win xbe- 

sel wirlcung thtt wenn es sich an Q-Si oder F-Si anna- handlung nut 300° oder mehr durchgefuhrt wurde, wenn 

herL die Menge an verbldbendcm Cblor xi einer els etwa 

Da sich Energiedaten bezuglich der Substraioberfli* 70 ng/cra 2 ist, so sxelh sich heraus, daB eine gute u lekti- 

che des Systems CJ«Si-F (xl - Q x2 - WF& und M - ve CVD durchgefuhrt werden kann. 

SO und des Systems F-Si-F (XI - F, x2 - WFt, uod M 30 Alierdmn wird Restchlor auf SiOj ebenfaUs b< i die- 

m Si) niche ermitteb Utssea werden die Konstaoten fur ser Wirmebchandlung en tf erne, und dann rind frei t Bin- 

SjQ, SiF, OF und F 2 in der Oesphase zur Bcrechnurtg dungen von Si auf der Oberflxche des S1O3 vorhi nden. 

der Kcmbmatk)nskoefrizienten von Si*ClSi«F, Ci-F und Daher triti ein Wachsium von W auf dicscr Obcn lachc 

F-F verwendet. Die Daten wurden entnommen aui der auf. Dies 1st der Grund dafur, daB bd dem Vert ihren 

JANF Thermo Table (Horikoshi Forschungrinstitut> 53 nach dem Stand der Technik kcirtc Ausbildung dnes 

Weiterhm wurde eta Mortepotential fur Si-Ci, Si-F, Q-F W-Fflms mit ausreiche&der Selektrvhlt m5giich wi r. 

und F-F angenommen, und wurde die Energie des Ge- Fig. 4 zejgi Ihniich berechnete Potentiaikurv( n fur 

samtsysieroi als Gesamteoergie jeder Kombination be* die voranstebend genannten Systeme Q-A1«F (zl - O, 

reehnet x2 - WF & und M - Al) so wie F-Al-F (xl - F. x2 - 

Ais Beispiei 1st die potcndaJUe Energie des Systems m WFa,undM - AJ). Da die Encrgie des Systems C-Al-F 

C!-A1»F (xl - d x2 - WF* und M - Al) in Fig. 1(b) grdfier als die Energie dee Systems W-F ist, is eine 

gezeigL Auf der Horizontalachse RA1-F ist die Entfer- erhebliche Energte erforderltch, so daB die Dlssoxt ition- 

nung von Al-F aufg etragen. und auf der Vertikalachse Absorption wcitcrgehu wenn O auf der OberfUct : von 

RM-cl die Entfemung AJ-CL Jede Linie in Fig. 1(b) ist AJ verbleibt Da die Energie des Systems F-Al-F k einer 

eine Aquipotentiallinje, Aus Fig. 1(b) gcht hervor, da0 ^ ais die Energie des W-F-Systems ist, wird WF 6 sp mean 

dort ein Potenrialtopf vorharxien ist. in welchcm die enf der Oberflache absorbiert, die durch F abges attigt 

Encrgie minimal wird, wobd R(AJ-F) etwa 1,8 A bctrigt, ttt 

und R(AJ-C1) etwa IX k. Numnehr werden unter Bezugnahroe auf cfie 2 ^ich* 
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nungen die bevorzugten Aurfahru&zsfonnes der voriie- kenes N 2 Uefen am den Onick xwisehen dem Nfeder- 
gendcn ErTmdung crliutcrt . druckzunand und Atmospharcndruck ia der Yak man- 

Der Erfioder (Uhrte folgenden Versuch durch, urn die kamtner 101 zu steuem, an die Vaknumkamraef 101 
Auswirkungen der zweistufigen Vorbehandlung geraiB fiber ein Absperrvenul 165 angesc&lossea 
der vorDegenden Erfmdung zu untenudien. One War- $ Nach Einstromen trockenen Nj in die Vakunrdkam< 
mecjudscficht rah einer Dicke von 0.1 jim auf einem mer 101 und Erreichen von Atnxssphlrwidnick wi d ein 
gesamten Si-Wafer mJc etnem Durchmwscr von 6 Zoll Substrat 103 auf den WafcrhaJtcr 102 airfgc&ctzi , und 
(1 Zoll - 25,4 mm) wird erzeugt, und es wird W in einer die Kammer 101 auf 10' 1 Pa ode* vender unlet Ver- 
Oicke von 0,3 um auf dcr Obcrfliche des Oxids dadurch. wendun j doer Yorpumpe and einer Turbo-Mold uiar- 
hergestellt, dafl WF ft -Gas und SiriVGas eingelacen to pumpe evakuierx Zur geeigncten Zeit wird der Ab- 
werden, nichdem erne VorbeKarirflifflg des Wanaeoxids eperrschieber 104 geAfroet, der bislang die Yak jum- 
durch vier verscbiedene VerfahreD dargefOhrt wurde. kammer 101 von der Vakuinnkannner 201 getrexu t hat 
Die AnzahJ an W-TeiJchen, die rich auf dem Warmeoorid and wird das Substrat 103 von der VakaumJuaameV 101 
abgdagcrt iattea wurde rait einem Teilchemihler ge- in die Yakuumkanwner 201 bcf&rden. 
messen, und die Selektrvitfct wurde durch foigende Ki> w Die Vekuiimkammer 201 ist mit ebem Robote^arm 
terien bewertet venehen. und dieser Roboterann befordert do. Sul stra 

Anzahl an W-TcDcaen groBer Oder gieich 400: in jede dieser Vakuumkaramern. Weiterhio wird dl i Va- 

sccJecnte SelcktivrUt kuumkaramer 201 immcr auf zumindest 10"* Pa < urch 

AnzahJ an W-Teilcnen 100 bis 400: die Yorpumpe und die Turbo-Molekularpumpe ei aku- 

beeintrlchdgte SelekxtviiJL tf iert, so dafl keiae acgenscttige ftestgasmUcfaung w den 

Anzanl an W-Trilcben kleiner gieicb 100: Yakuumkammem 101. 301 und 401 aufcria Nach Off- 

guteSeiektivitat. ocn des Abspernchiebers 104 und Bcfofderung dec 

Foigende vier venchiodenc Yerfahren wurde a &I$ SubstnLs 103 aus der Yakuumkammer 101 in die % aku- 
Vcrbehandlungsverfahren eingesetzt. umkammer 102 wird der Absperridueber 104 gesc alos- 

25 fen, das Innere der Yakuumkammer 201 cracui es aku- 

(1) Kerne Vorbehandlung ten, wobei der Druck in der Vakuumkammer 20 auf 

(2) Plaanabearbeiumg mit BCU und dann Wlrrae- 10 ~ 5 Pa oder weniger eragerteUt wird, dano win I ein 
bchandlung (Tenpcratur 350* ) Abspcrrschieber 202 gefiffrtet, und das Sobstrat 1 13 in 

(3) Spunem in einer Ar-Atomosphare dann F r Be- die Vakuuttkanraer 301 befordert. 
arbeimng x Die Vakuumkammer 301 ateilt ein en Rsum fa die 

(4) Spurtem in einer Aj-Arxnosphire dann Bearbei* ReiDbearbeiiung des Subsuats vor der Ausbfldunj von 
tung roil BCU W dar t und wird durch eme Vorpumpe und eJne Tt rbo- 

, , Molekularpumpe (nichl in Fi& 5(a) gczdgi) evaki iert, 

Hierbei ISt (4) eine Vorbehandluh^ gemafl der vorlie- die nber em en Abspcrrschieber 302 angeschlossen end 
genden Erftndung. Die Ergebmsse sind nachstehend an- 33 Ein Waferhaiter 303 zum Hahern des Substrata 1C 3 ist 
gegeben. zreralich genau im Zemrum der Vakuumkammer 301 

(1) : Sehlechte SdektivitUt angeordnet. Das Substrai 103 wird aus der Vakium. 

(2) : Beeintracbugtc Sdcktivitat kammer 201 herausbefOrdert und auf den Waferh iher 

(3) ; Beeimrtehtigte Selektrvittt 303 aofgeseizt 

(4) : Gute SelekiivrUrt 40 Oasteitungen 504, 305 und 306 ^um Ucfcrn von Vor- 
. bchandlungsgasen sind jeweils an die Vakuumkanmer 

AUSFOHRUNGSFORM 1 301 angescUosseiLDieGajL«tunge«UefernH a .Cb >ew. 

Ar fiber das Absperrventa 306, 507 bzw. 308. die in 
^ Fig. 5(a) zeigi eine Cbersicht einer CVD-Vorricbtung, Fig. 5(a) dargestellt sind 
die bei der erstec Ansffihrungsfonn der vorfiegenden 45 Die Vakuumkammer 401 ist ein Rainn aur Her ttel- 
Erfindung verwender wird Fig. 5(b) ist eine Scrienan* lung einej Mecellfilms auf dem Substnt 103 und vird 
siehi einer VakuumUarnwer 301. We Vorrfehtuhg be- dureb eine Vorpumpe und cine Turbo-Molekukrpu npe 
steht aus vier Vakunrakammerti 101, 201, 301 und 40l_ (njcht in T^. 5(a) gexeigt) evakuiert, die fiber tincn Ab- 
Die Funkuon jedcr dieser Vakuumkammern ist nachste- sperrschjeber 402 angeschlossen sind Ein Waferhj Iter 
bend angegeben. Die Vakuumkammer 101 dient dazu* 50 403 mit einer keramischen Heizvorrichtung zum -lel- 
von Atiiwjphlrenbedingungen an* das Subsirat untcr icrn und Erhhzcn des Substrats 103 ist im Zcntrurc der 

103, 
er- 
Va- 



Yakuum zu setzea die Vakuumkammer 201 dient dazu, Vakuumkammer 401 verges eh eu Das Subitrat 

das Subsirat zu jeder Vakuumkammer zo befbrdern, die welches eine Rebbearbehung in der Kammer 301 

Ya^urnkammer 301 dient dazu, eine Reinigungsbear* fahren hat, wird durcb die Vakuuinkamraer 201 zur 

bei CUDg oder Reinigung des Substrais durdizufuhren, S5 kuumkammer 401 befordert, und auf die k era mi che 

bevor ein Wachstum eines MeraDfilms wie beispiels wci- Heizvorrichtung des Halters 403 aufgesctzt 
se W enolgt und die Vakutmakammer 401 dient zum GasJeimngen 404 und 405 zum Lief era von Matekal- 

Aufwaclueolaisen des Metaflfllms. gtsen sind an die Vakuumkammer 401 angeschloj SCO, 

Nachsxebend wird Jede Vakaumkammcr Im einzclnen Die Gasieitungen lief em WFe bzw. SirU fiber ein 

eHauten. w spcrrventii4OSbzw.407. 

Eine Turbo- Molekularpumpe und eine gecignetc Wie aus Fig. 3(b) hervorgebt, smd in dcr YakuLrn 

Vorpumpe (die okne FlOssigkeiien arbeitet) (nicht in kammer 301 eine HF-Eektrode 310. die an eine Hock 

Fig. 5(a) gezeigt) sind Ober Abspcrrschieber an die Va- freouenzversorgung 312 mh 13^56 MHz angcscnlo: «en 

kuumkammtr 101 angesehlossea Die Kammer 101 wird ist. sowic eine der Elektrode 310 gegenfiberliege nde 

durch diese Pumoen evaituiert. Der Wa/ernalter 102 zur M Hektrode 311 vorgesehen, die en Masse angeschlo: 

Aabringung cines Sub sua is ist im Zemrum der Vaku- isr. 

umkammer 101 angeordnet. Weiterhin ist eine QueUe Fur die Reirb ear beinmg wird zuem das Innere der 

far trockenes U 2 (nicht In Fi$. 5(a) gezeigt^ **khe trok- Vakuumkamroer 301 evakuien, Ms ein Druck von 1 J " 3 
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Pa oder weniger in der Vakuunikaratner 301 vorhanden 102 in der in Fig. 5 gczaigten Vakuumkammer l4 1 auf- 

ut geactzt Dos Inner* dcr Vakuumkflmmcr 101 wii A eva- 

Dann wird das Vendl 309 gefiff net und lOOcc/Minutc kuien. am anen Druck von 5 x 10' 4 Pa odes raehr 

Ar-Gas emgelauea, und der Druck In der Vakuumkam- ■ cmzurteflcn. Dann wird der Absperrschieber 104 gefiff- 

mer 301 wird auf 5.0 mPa etogestellt Wean Hochfre- s net, und das Substrat 103 hi die Vaknumkamm zr 201 

qutnzenergie nit 13,56 MHz an die Ekktroden 311 und befordert Dann wird der Abspcmchieber 104 gr chlos- 

310 in dScwn Zustand angclcgt wird, wird durch cine ten, und das Ihnere der Yakuomkaramer 102 weiti t cva- 

elektrische Entladung ein Ar-Plasma erzeugt Das Oxid kuiert Wean der Draek m der Vakuumkamm 102 

auf der Obcrfilche des Substrats 103 kann durch das 10" 9 Pa oder roehr erreScht, wird der Absperrtc n*bcr 

at- Plasma entferni wcrdctL Nachdcm diesc Rtini- io 202 icofrnct, und das Substrat 103 in die VaJcuuipkan> 

gungsbearbeitUng 6tt Substrat* fertig at wird die Zu- mer 301 befcrdert, und auf den Waferhalter 303 

fuhr von Ar gestoppt, und dans wird das Vcntfl 300 actit 

gcoffnet, urn Oj in die Kammer 301 etnzulassm Zu Dans wird das Absperrvendl 309 gtoffnet, aid Ar- 

diesem Zehpunkt wird kdne Spanmmg an (fie Bekxor- Gas In einer Menge ven 1QQ cc/Minute tmgelasu n, und 

dan 311 und 310 angelegt so daB ketne Plasmaerzeu* 15 der Druck m der Vakuurnkammer 301 auf 5 mPa rfnge- 

gung durch eine clektrische Entladung auftritL Durch steDt In diesem Zustand werden an die Elektra le 310 

diesen Vorgang wird Q an der Substrutobcxflache ab* fiber einen Zcitraum von 10 bis 60 Sekunden eine Hoch- 

sorbiert frtquenzlcutung von 50 bit ISO W bd einer Fre quenz 

Daraufhus wird das Substrat 103 zor Vakuunikaroracr von 13,56 MHz angclegt, Zwischcn den Bcktrod sn 310 

401 befordert und auf die keramhxhe Heizvorrichtuog 20 and 311 bidet rich ein Ar-Plasma aua, and Ar*. lonen 

403 aufgesetzt Die keramischa Htizvorrichtung wird to werden an den Waferhalter 303 angezogen, weld iar ei* 

gcrcscit, daB die Substrattsxnperatur auf 220* ctegc- nc negative Eleturodc bildet (in 119.6(b) geedgt). 

stellt wird. Dann werden die Absperrventue 406, 407 Ar-Ionen werden eleteiseh besehleunigt, stoGen met 

fe&ffnet, 20 cc/Minute von WF« und 14 oc/Kfinute von der Substratoberfllehe xusammen, und fttzen die 

iHi in die Kammer 401 drei Minute n lang einfelassen. 25 fiiche. Auch die bcscnldigte Schicht 505, die am 

Zu dieser Zelt bildet si ch ein Fum aus Wolfram (W) mh des Kontakilochs vornanden ist, wird getet (Fig. 



i Obtr- 
ilioden 

eioer Dick* von etwa l^yjuin dco ausgewahhea Bcref Da das Spuucro mh Ar ein Vorgang tat, bei we ichem 

chen des Substrats 103. eine physikaiiscne Atzung erfolgt ift St auf der 01 erfli- 

Der selective Herstell tings vorgang fur den W-FQm che des Suxziumcnds 903 vorhanden. Die AS- ^Qu- 

wird untcr Bczugnahme auf Fig. 6 erliiucrt. 30 ObcrflAche am Boden des iContaktlocbes weixt kerne 

In Fig. 6 and SchnittdafsteUungen tur Erl&uterun; derange aktive Kombination auf. da es skh um 

des selektiven Heriieuuagsvorgaass fur einen W-Film McuPftUn bandelt(Fl£. 6 (c)). 

gcmlB der Ansfuhrurujs/orm der voruegenden Erfin- Dun wird. rucbdem die Hochfrequenz zwischen den 

dungdargesiellL Elektroden abgeschahet und die Zufuhr des Ar- 3ases 

Zuerst wird, wie m Ffe 6(a) gcziigt ist, ein SiOrFum 33 uatcrbrochen wird, daa AbsperrventU 303 ttofrae t und 

501 in einer Dicke von 1 00 nm auf dem Si-Substrat 103 wird Cb-Gas rait 100 ec/Mmute in die Vakuumka miner 

ausgebildet Dann wird durch Sputtern ein Al-Si-Cu- 301 eingelasseiv so daO akh ein Druck voo 0.8 P 1 ein 

FDm 502 in cincr Dicke von 400 nm auf dem Si Or Film stellt Hierbei erfolgt kdne elrktriscbc Entladun \ von 

501 hergesxeUX und wird mil einem sewunschten Ver- Q 2 . Dieser Vorgang wird 30 bis 60 Sekunder lang 

drahmngsmuster verseheo, durch ein opdsches Bcucb- 49 durcfagefQfrrt Durch diesen Vorgang werden O-/ >tomc 

tun^sverfahren und reaktive lonen&tzung. oder Or MolekQle an der OberfUcbe des SUiziun oxids 

Dun wird ein Film 503 in einer Dicke von 1,4 um 103 absorbiert Insbesondere Color wird /est a 1 den 

durch e'inTE0^2-W*sxna .auf dem SiOrFIlm 501 und freiea Bindungcn von Si absorbiert, so daB die Men 

dem Ai-Si-Cu-Film 502 abgelagen. Ein Koctaktioch 504 Bindungen durch CWor abgesittigt werden. O wohi 

zur Erzieiung einer elektrischen Verbindung mit der & Odor auch auf der AI-Si-Cu-QbcrflScnc &m Bod( n des 

Al-Si-Cu-VerdrEhiung 502 wird an cincra gcwtlnschten Kontaktloches absorbiert wird. wird der Haupi anteil 

Ort des SiO^-FUms 503 durch em opdsches Belichtungs- nur physikalisch absorbtert. mil tchwacher Absac Igung 

verfahren und reaktive Ionenatzung bergesxcllu Die re- durch CbJor bci Ziramertemperatur (Fig. 6(d)). 

akrJve Ionenltzung des SiOrFOms 503 wird mil einem Das Substrat 103 in diesem Zustand wird vo n der 

Atzmittel auf Fluorbasb durchgefuhrt. 90 Vakunmkammer 301 durch die Vakatunkanvner !0I in 

Eine sogenanntc Ycrschmutzungsschjcfat 505 ist am die Yakuumkammer 401 befordcrt, und auf die ki rami- 

Boden des Kontakiiocbes und auf der Oberfttch* der ache Heizvorrichtuog 402 in der Vakuurakamm< r 401 

Al-S:-Cu*Verdrahtung 562 nach der Cfmung des Kon- aufgesetzt Das Substrat wird in einem vorbestut imten 

Ukxs vorhanden. Diese Vencfrniutiungsschicht 505 be- Zeitraum auf eine gewOnsehte Temperatur eingei egelt 

ateht atij einem KohJenwasserstorHm, der das Reak- $5 Beispielsweise nach einer EbsteUung des Substra s 103 

tionscrodukt ones Photolacks und von Fluor (F) dar- auf 220° werden die Abspcrrvcntile 406 und 407 »e0ff- 

srelic eiee durch R1E beschadigte Schicht die durch net, und werden WF # mit 20 cc/Minute and Silan 1 SiH,) 

Impiannemng von F-loncn und O-lonen erzeugt wird, mi; 14 cc/Minute 3 Minmen lang dngelassen (He* 'Ml 

oder eine Oxidschicht, die durch ein Sauerstoffplasma Dann wird die Zufuhr von WF« und Sim unt< rbrc- 

er2engt wtrd, die zur Veraschung eines Photolacks ver- to chen, und das Inncrc der Vakuumkammer 40 i eval uiert 

wendet wtrd. Wenn sich in der Vakuumkammer 201 ein Drue i von 

Selbst wenn daher ein W-Ftlm am Boden des Kon- etwa 5 x 10"* 6 Pa oder wemger eingesteth hat wild der 

takdochs 1c einem Zustand erzeugt wird, in welch em Absperrschieber 203 goOffaet, und das Substrat 03 in 

eine deramge, beschadigte Schicht 505 vorhanden ist, ist die Vakuumkammer 201 befOrdert Wenn dann I n der 

keine selektive Ausbildung des W-Films moglicK 65 Vakuumkammer 201 ein Druck von 5 k 10* v Ps oder 

Bci dcr voriicgenden Ausfuorungsform der voriiegen- weniger erreicbt ist, wird dcr Absperrschieber 1( 4 ge 

den Erfmdung wird zur Entfernung der beschadigten Offoet, und das Substrat 103 in die Vakuumkamm< r 101 

Schicht 505 zuerst das Substrat 103 auf den Waferhalter befQrdcn, und auf den Waf crhalicr 103 aufgese at In 
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diesem Zustand wird der Absperrschieber dea Purnpsy- den durch eine Bearbdamg nut dner gcratecht :n L6- 
stems geschJossen. welches die Valcuumkammer 101 sung aus H2SO4 und H1O1 emferot so dafl nur £e Ti* 
cvaJuiiert, dann wird das Ventil 105 gcoffact, trockener SirSchichi 608 auf der Diffosioauctucht 607 Qbrif 
Stktooff (Nj) in die Vakuumlcammer 101 eingdassen, bleibt Dann word in SiOr FDm 609 m dner Die te von 
und hjcrdurch im Inner en der Kanuner Atraospharen- 5 l/*uxn abgeUgcrt I 
druck exzeugt, und dann wird dis Subrtrat 103 nadi Duo wird eh Kcntaktloch 610 zur Erzielunj : doer 
auBerhaJb der JCararoer 101 WSrdcrl dektriscben VcrbiDdung an einem gewOnschteD < >rt auf 

Wenn dieses Subotm 103 durch SEM untersucnt dem SKOrFdm 009 uoicr Verweniung ctaes op iscfaen 
wird, so vagi sich, daB tin W-Ftfm ait aweichender Befichtungsverfaiircns und redeliver lontnfttzuz g her- 
Sdckrivittt to ciser Dickc vpa 12 um in dem Kontakt- 10 gestdiL Die rcaktivc Iooeoltzung des SOrFUi is 609 
tochberyesteDtwurde. ^ wird enter Verwindung erne* Attmrrtek anf Flw ^rbasis 

Ntcfa Ausbudung des AJ-SJ-Cu-FUma auf dem Sub- durchgefilhrt. Erne f ogenanntc VerscbJDillZUOgS * M fh t 
strat 103, a us welchcm der W*Film erzeugi wurde, und Oder b«sdiidigteSducbt611 ta am Bodesi des Ki ntakt- 
n a chd em der Ai-Si-Cu-Filra rah einem Muster verschen lochs vorbanden (Fig. 9 (b)) . Selbst wenn ein W- 7 dm In 
wurde, wurden die dektrischen cogenscfaaftm fanes- is dem Zustaod erzeugi wurde, io welch em doe desartige 
sen. Die Ergebnose and in F& 7 lezeifft Versdimutzungssehicht 611 vorhanden is% konn te der 

Fig. 7 2 cigt die Achangigkdt des Komakrwiderstands W-FOm nkht sdeklhr nur in dem KooukUoch a xeugt 
ezner Anordntmg aus W/Ai- 1 %Si-0,5%Cu von den Ab- werden. 

mewungen des Komakdoches. Die Tiefe des Kontaktlo- Das Sabetrat 601 nut dem Koataktfoch 610 wi rd auf 
cbes betrigt 0j6 urn, und es war mogtich, die Kontaktd* » den Waferhaltcr 303 der m Fig. 5 gezeigten Vomc hcung 
genschaften audi bd cmcr AI-Si-Cu/Al-Si«Cu-Anord- anfgesetn. Dacn wird das Abspertvennl 309 go >£fnct, 
nung, bd wdeber kein emgebettctes W vorbanden wax, und wird Ar-Gas m dner Menge von 100 oc/A linuie 
ais Vergldchsbeispid mit ideal em Widerstandswert za eingdatsen. Der Druck in der Vakuumkenuoer 30 1 wird 
raessen, WIe aus Fig. 7 bervorgeht, betrAgr der Kontakt- auf 5 mPa emgestcDt, und Hocnfrequenz mit MHi 
wkiertiind der Anordnuog aus W/A^iOi etwa das 25 und 50 bis 100 W wird an die Elelctrode 310 uber einen 
1 2-( acbe 6*9 Vergieichsbeispids. Zdtraurn von 1 0 bis 60 Sekusden angdegx. 

Fig. 8 zeigt die dekrrisdie KurzschluBausbeutc twi- Hierdurch wird ein Ar-Plasma zwisciien den H -ktro- 
sthen AJ-Drthten. wezra Al-Dribte auf W an&gebildet den 310 und 311 erzeugi Ar+ wird von dem Wonrbal- 
wurdeh, das vpHst&ndig in daem Kontakdoch mil doer * ter 303 angezogen, wdcher die negative Sehe der Elek- 
Breixe von 0,5 ura vorbanden war. Bd dem erfindungs- x trode 310 bOdet Ar + -Tonen warden dektrseh bet ihleu- 
gemifien Verhhrea 1st die KnrzscbluBausbeuxe weient- nigt, sxoBen mit der Oberflacbe des Substrats Z isam- 
lich verbessert, vergncben mit dem Verfahren (Ver* men, und taen die OberrUcbe. Auch die bescb idigte 
gldcbsbeispiei) naeh dem Stand der Taehnik Dies ist Schicht 611 am Boden des Kontaktlocbes 610 wi d ge- 
deswegen bedeutsam, da die Erzeugvng von W-K0rn- tut (Fig. 9(c)> 

cbeo auf dem Isolicrfilm gesteuert wird. 35 Mehrere aktive, frde Binduagen 612 von Si st d auf 

der Oberfl&che des Suukunoods 609 vorbanden 
AU5F0HRUNGSFORM 2 (Fig. 9(d)). Die TiSirOberfUcbe am Boden des ¥Lty »mkt- 

locbes 610 webt keioc derardgeo aktiven. frder Bin- 
Die zwehe Ausfohrungsform der vorliegenden Erfin" duagen auf, da es sich urn dnen MctaHfUm handdc* 
dung wird nacnstehead unter Berugnahme auf Fig. 9 40 Nachdem das Aniegen der Hochfrequenz an die Elek- 
drlictcrt ttoden 310, 511 und die Zu/uKr von Ar-Gas abgEbro- 

Dic Isobcrung von Bautetlen auf einem Substrac 601 chen wurden l&Bt man das Substrat auf Zonmertc mpe~ 
aus Silizhim (Si) v.ird durch das gewdhnliche LOCOS- ratur abkUhJen. Dann wird Cjj mit 100 oc/Minute n de 
Verf ihren (lokale Oxidation von Silin'orn) durcbgefOhrt. Vakuumkznnnet 301 dngctassen, so d&fi sich da I >ruck 
Das Bezu^szeicbec 602 bezdehnet einen Feldisoianons* as von 03 Pa einsteUt Zu diesem Zeitpunkt erfoigt iceine 
film, der durch UOCOS ausgebildet wird. Naeh Ausbil- dektrische Entladuzuj von O* Dieser Vorgang wi rd 30 
dung dner Gatelsoiierschicht 603 auf dem $fl&um*ub- bis 60 Sckunden lang durchgefohrt Durch diescn Vor* 
strat 601 werden eine Poiysiliziunuchicht 604 und erne gang werden Chloratome (Q) oder G^MolekGle a n der 
Schicht 605 aus Wolfrarasiiizid (WSi K ) abgelagert und OberrUcbe des SiKziumoxids 609 absorbierv Insb SOft- 
mix emcm Muster vcrsebeo. Auf dicse Weise wird die so dere Chloratome werden fast an den fmen Bzndt ogen 
Gatfrdakzrode erzeugi. 612 des St absorbiert so daB die frelen fiindunge 1 612 

Dann erfolgt eine Iraplantierung raie N"-Ioaen bei abgesatng; werden. ObwoaJ Chloraiome a uch a i der 
dem Sibriumsubstrat 601 unter Vcrwecdung der Gate* TiSirOberflache am Boden des Koataktloehs a ssor- 
elektrode aU Maske, und es wird eine N" -Diffusions- bien werden, werden die oeisiec voo ihnen our \ bjst- 
. schicht auf der Oberflache des SQizramsubstrats 601 er- 55 kabsch absorbiert, unler schwacher Absitdgung ( Lnrcb 
zengt Dann wird eine Sehenwand 60S aus S1O2 an der Color be! Zmimerteinperatur (F$g. 9(e)). 
Seite der Gateddorode hergescdlt Die Gatedektrode 2n diesem Zustand wird das Substrat 601 vol der 
und de Sdtenwand 605 ais Maske werden fur einen Vakutmikanimer 301 uber die Vakuumkastnier 201 in 
nachsten IoneounpIaatieiungsschnU verwendet, der bei die Vakuurakamnier 40 1 befOrderT, und auf die iter unsi- 
dem SiJiziupisubstrat60ldurdigefubrt wird Hicrdurch eo cbe Heizvorrichtung 402 in der Vakcumkarnmei 401 
wird eine •Diffusions schicht 607 an der Oberflache aufgesetzt 

des Silizziansubstrau 601 erzeugt (Fig. 9(a)^ Mach dner EinsteDung der Tempera tur des Subi trau 

Unter Ausbildung von TuN-Tl durch Spunern erfoigt 601 auf 220* (ais Beispid) warden die Abiperrv* ntile 
dann eine Warmebehandlung des Substrats 601 in emer 406. 407 geoffnet und werden 14 oc/Minute Silao (i liRt) 
Aanospharc aus Sclckstoff H z ober einen Zeitrauro von u und 20 cc/Minute WFs in die Kanmcr 401 etwa vkr 
30 Minutcn bd 600*. Infolge dicser Werraebchandlung Minuier. ling dngelassen. 

reagieren T: uitd Si auf def Oberfi5chc des SubstraU 601 Dana wire die Zufubr von WF$ und S1H4 umej bro- 
mitcuiandcr. TiN und Ti. wdches nicfat reagiert bi\ wcr- chen, und das Innere der Vakuumkamraer 401 evaJc licrt 
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Hat neb cin Druck In dcr Vakmimkammer 201 von 5 x AUSFOKRUNGSFORM 3 
10"* Pa Oder wenigtr eing cstellt so wird dt r Absperr- 

schicber 104 gooffnci. and d&5 Substrat 601 in die YaJcu- Bei der voruegenden Auifuhrung sform wird da Was- 

umkamacr 101 bcfOrdert Wcnn dtnn in dcr Vifcuum* s^rstofTgasplisraa sun eines Inertgasplasmas veiven- 

kammer 101 eta Druck von 5 x 10~* Pa oder weniger $ det Fig. 12 zeigt cine Kammer, bat wakhar die /aku- 

eingestellt wird, and der Absperrtcnieber 203 g*6£foet umkunmer 301 yog Fie. 5(b) so abgelndert k ; daB 

wlrd, wird das Substrat 601 to die Vakuumkammer 201 WasseritonYadikale durcb eine ekktriscfae Mlki owd- 

befdrdert. und auf den Weierhaker 103 aufgesetzt lenenthduag von Wasserttctfgas arzeugt werdei} kfin. 

In diesem Zustand wird der Abspemcnicber 104 des nen. 

Pump system* gtschiossco, welcbcs das Inncrc der Va- io Etoc Vorpumpe und cine Turbo-Molckulerplumpc 

kuumkainmcr 101 evakuiert, das YentB ICS wird gefiff- (nicht in Fig. 12 gezeigt) sind Qbtr den AbsperrscUtber 

net, und rroefcenes Ni in die Vakuumkammer 101 einge- 302 an die Vakmnnkammer 301 angeschlossen. I >urch 

lassen. (m Inneren der Kammer tOl wird Anncspnlren- dies* Pump en wird die Vakeisnkaremer 301 evamert 

druck efagestelh. und das Substrat 601 wird iui der* En Waferbalter 315 ram Haitcrn tints Substrate bt im 

Rammer 101 entnommen. u Zentrum der Vakuumkammer 301 angeardoct ur d das 

Wird dieses Substrat 601 minds SEM untertucht, so Substrat 103. welches aus der Vakuumkammer 20? hier- 

steflt sich beraus, dafi cin W-Fibn mil emer Dicks von m uansporden wird, wird auf 6m Waferbalter 3iF auf- 

M mit auareicbender Selekdvicit in dam Kontakt- casern. Owkitungcn xuffl Lkfem von Vorbc land- 

loch heigeatellt wurdc Nach AusbDdung eines Al-Si- hingsgasen siod an die Yakuumkamnier 301 angesSjos* 

Cu-Fflms auf dem Substrat 601. auf weJchem dcr » sen. 

W-Filo erzeugt wurdc und nacbdem der Al-Si-Cu-Fum GasieitungQi 316 und 320 sind an die Vaknwrikam- 

rah einem Muster verseheo wurde. werden die eltktri- mer 301 angeschlossen. Diese GasWtuogen Gefern H 7 

schen Eigfcnschaften gemessen. Die Ergcbntsse sind in bzw. Oi uber das Absperrventil 317 brw. 321 Dies Oas- 

F\g. 10 angegebeo. ieitung 312. welche H 2 an die Vakuumkammer 3dl he- 

Flg. 10 zeigt die Abhangigkeft des Kontakfwider- 25 Ten. ist an das Rohr 318 angeschlossen. welches aus 

stands der W/TiSij/N f -Si- Anordnung und der W/TV AJjOj besteht, und die Resooauzkmujg 319 zum Ucfcm 

SiyP * -St- Anordnung von den Abmessungen des Kon- clckuiscbcr Mikrowefleaenergie an das HrGas 1st an 

taktioches. Die Tkfc des Komakttoches betragt 0,6 urn* der Lcrtunr 318 vorrtseheiL Die Mikroweileosiroiavcr- 

und dies cnnoglichte es, die Kontakteigenschaften auf sorgung ist in Fig. 1 2 nicht gezeigt I 

licbere Weise auch bei einer Anordnung 2u messen, bet 30 Das Substrat 103 wird von der Vakuumkammer 201 

welch er kerne Hnbettnng mit W erfclgte, als Ver- . her befdrden und auf denWaferhaher315inder Vaku- 

a^etchsbeispiel In diesem Fall ist der Koataktwider- umkamnier 301 aufgetecn. In dxesem ZurUnd I wnd 

stand der W/Al-Si-Cu- Anordnung etwa ebenso grofl Hi-Cas fur die Bearbeltung emgelassen. und cin Hasmi 

wtc der Kontaktwiderstand emer Al/TiN/N + -Si-An- dureh Aniegen von Hochfrcquenz an das Resonanzrohr 

ordnung. welche das Vergldchsbeispicl darsteQt Wie 99 319 erzeugt, welcbes an Hochfreqaenz von 13,56 MHz 

aus Fig. 10 hervorgeht, kann bei dem erfrndungsgeml- angeschlossen ist. Die Subatratobcrfiacbe wird durch 

Den Vcrfahreo eine stabile Charakteristik erbaHen wcr- Hr Radikalc bebandelt, die durcb das Plasma erf curt 

den, werdert | 

Fig. 1 1 zetgt die clcktriscbc KurzschluBaasbeutc zwh In Fig. 13 smd Scbnittansichten zur Eriauteruag des 

schen Al-DrabteA die vollstfindig auf W hergesteDt wer- 40 selektrven HemeDungsvorgangs fur den W-FDm gemlB 

den, und selektiv bei einer Breita des Kontaktlochs von Ausfahrungsform 3 der vorliegenden Brfindung gezetgt. 

C\5 \un hergesteUt werden. Bei dem erfindungsgem&fien Die benutzte Probe 1st ebenso wlc bet der ersten 1 Ans* 

Verfahren ist die KurzschluBausbeute wesendkh vcr- fOhrungsform. Substrat 701 aus Silizium (Si), OxidfUm 

b ess en, verglicben mit dem Verf ahren (Vergleichsbci- 702, Al-Si-Cu-Film 703, und Plasma-SiOi-FUm 704, 'K on- 

spiel) nach dem Stand der Technik Nr. X Dies ist deswe* 45 taktloch 705 und VerschmutzungSSChicht 706 wirdca 

gen wcse&tucb, da die Erzeugung voo W-K£mcheu auf eotsprechead der in Fig. 1 gezeigten erstea AusfOh* 

dem IsolierfiJm gcsieucn wird. rungsform erzeugt (Fig. 13(a)). j 

Obwohl bei der voranstebenden Ausfuhrungsforrn 2 Zuerst wird das Substrat 701 auf den Waf erhalter 102 

ein Plasma durcb EinJassen von Ar erzeugt wird,gibt cs in der in Fig. 5 gezeigten Vakuumkammer 101 r ' 

ectsprechende Auswirkungen, nAmiieh Earfemea der 50 setzt Das Substrat 701 wird in die Vakuumkammi 

VerechmurgungsschJcht Oder der beschidigten Schicht uber die Vakuumkaramern 101, 102 berorderi. 

61 1, wcnn statt Ar nunmehr H2 (Wasserstoff) verwendet den Waferhalter 3 15 in der Vakuumkammer 301 

wird. BeispieUweise wird WasserstofYgas in einer Men- setzt Daraufhm wird das Irmere der Vakui 

ge von 10 bis 200 ec/Minute emgelassea, und der Druck 301 auf einen Druck von 1 x 10"* s Pa odcr we&iger 

in der Vakuumkainsncr 301 auf 0,1 bis 1,0 Pa eingesteut, 55 cvakuierL Dann wird ein Schicbcr 317 gcoffnet, und H2 

und wird Hocbfrcquera mit 13,56 MHz und 50 bis 130 in einer Menge von 100 cc/Minute cingclasscn, bii skh 

W an die Elektrodc auf dcr Scitc des Wafcrhaltcrs 10 bis cin Druck in der Vakaumkamaier 301 von 5.0 m?i ein- 

60 Sekunden lang angetegt Bei diesem Vorgang werden steilt Wcnn in diesem Zustand an das Resonanzrohr 319 

innerbalb des Puumas H + -Iooen erzeugt, und erfolgt Kochfrequenzenerpe mit 50 bis ISO W und 1336 ^4 Hz 

eine chemkehe Atzung der beschadigten Schicht 611 so angelegt wird, wird eine elcktmche Entladung 

durcb Wasserstonradikate. und ein WasserscofrplasotA erzeugt Durch dieses 

Zus&tzllch wird die SiOrOberfUcbe ebenfaUs gtatzt serstoffplasma erzeugte Wassersu>ffradikale 

wie bei der vprherigen Ausfvbrungiform, da zahlretcbe zur Substratoberflache und auen den Ojodfllm ai 

frete Bicdungen auf der Oberflfichc des Substrats cr- Substratoberflache (Fig. 13(b)X 

zeugt werden. Um cine sdeku've W-KcrstcUung zu cr- «s Nach einer 10 bis 60 Sekunden langcn fttzung . 

ziden, muB da her das Substrat in einer Atmosphare das Wassexstoffpiasma ist die Verschrnotzungssdhicht 

behandeh werden, welche Halogenatome enthalu wie 706 auf den AI-Si-Cu-Film 703 vollstandig entfemt 

bei der vorherig en Ausfuhrungsforrn erliuteri wurde. (Fig. 13 (c)) . Darm wird die Zuhihr von Hi untcrhro- 
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chen, cm VcndJ 321 teortnct, und Q 2 in etocr Menge 
von 100 cc/Minute eingclassen. Der Druck in dcr Vaku- 
wnkarnmer 301 wird auf 0,8 P* riogtsTellL Hierbei wird 
keine elcktrU^h* Entiadung bei dem <3| durchgefuhn. 
Dieser Vorging wird qber tinea Zeitraum von 30 bis 60 
Sekunden durchgef uhrt Durch dicsen Vorgang wcrdcn 
O-Atome Oder Cfc-Moiektlle auf der Oberfl&che del 
SilhlunKwdck«hwrWcn{Rg. 13(c)). 

Besooders Chlor wird f est in den freien Bindungen 
von Si absorbicrt, to dad die freien Bindnngen durch 
Color ebgeiattigt wcrdcn. Obwohl Chlor auch en der 
AJ-Si-CuObcrflacfae am Boden des Konuktlochs ab- 
forbiert wird, handeh e* tich Ucr bauptsachlich nur urn 
eine physikafiscfae Absorption mh tdswneher Absirti- 
gung durch Chlor bei ZLmmcrtcmper»tur (Rg, 13 (d)> 

In diesem Zustand wird das Substni 701 von der 
Yakuumkarnmex 301 durch die Vakuumkarnmer 301 in 
die Vakuumkarnmer 401 befflrdert, and auf die kerami- 
sche Heizvorrichtung 402 in der Vakuamkaroraer 401 
aufgesetzt D*s Substrat wird fiber einen vorbesttam- 
ten Zeitraura auf erne gewunschte Temperatur eingere- 
gelt Bcupiclswdsc nech Bnstcllung der Temperacur 
des Subsrraa anf 220° werden die Absperrrent2e 406 
und 407 geOfrnet and 20 cc/Minuic WF t taw. 14 cc/Mi* 
Ttuxe Suan (SiH<) drei Minn ten lang eingelasscn. 

Dann wird die Zafuhr von WF« and SiK* unterbro- 
chen, und das Innere der Vakuumkemmer401 cYikukrt 
Wean tich in der Vakuurakammer 201 em Druck von 5 
x t0" s Pa oder weaker erngesteUt hav wird dcr Ab- 
spemchieber 104 getffnet und das Subctrar 701 in die 
Vakuumkamncr 101 beforden. Wcnn dann in der Va- 
kumntaunmer 501 eta Druck von 5 x ur a Pa oder 
weaiger herrscfat, wird dcr Absperrschicbcr 203 getfff- 
net imd das Substrat 701 in die Vakuumkarnmer 201 
bciordcrt, und auf den WaferhaJler 103 aufgesetn. j 

In diesem Zustand wird der Ahsperrscldeber des 
Pumpsyncas gcscblossen, welches die Vakuumkunmer 
101 evakulert dann wird das Veutfl 105 geoffnet, trockc- 
ner Nj in die Vakuumkemmer 101 eingclassen, bis sieh 
im inneren der Rammer 101 AtmospKlrendruck cm- 4 
aielrt* und dann wird das Substrat 701 aus der Kainmer 
101 each auOen entnommen. 

Untcrsuch: man dieses Substrai 701 durch SEM, so 
stelit skh hem us, daB ein W-FIlm ait ausreichendcr 
Selekjjvitat in einer Dicke von U urn in dem Kontakt- 4 
loch hcrgcstdJc wurde. Dann wird etn Al-Si-Cu-Furo 
ausgebildet und nut einem Muster versehen, und dann 
wenien die dektrischen Eigcnschaftca gemessea Es 
kOnnen stabile elektriscae Egensehaften errieh warden. 
Dsrflber hinaus U3t slch einc dcutliche Vcrbcsscrung 
der ICurzschluBausbeute erzieJen. Dies 1st deswegen we- 
sendich,dadie Erzeygang von W-Korocm auf dem [so- 
berfilm gesteuert b2w. verringert wird 
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AUSFOHRUNGSFORM 4 

Bei der voriiegenden AusfQhrungsfOnn wird ein Was- 
sersioffgaspiasroa state eines Plasmas aus einem Inert- 
gas verwendet Zur Durchfuhrung des Verfahrens gc* 
mafl AusfUhrungsforro 4 kann eine ihnfiche Vorrich- 
tung ebgesettt wcrdcn, wie sie bezugfch dcr Ausfuh* 
rungsform 3 erttutert wurde. 

Fig. Uzetgt SchnUtanskhten zur ErUutcmng des se- 
lektiven Hers:ei:ungr/qrgings fur einen W-Film gemaS 
AusiuJuTingslorin 4 der vorlfegcndcn Erfindong. 

Ein Oxidfilm KS. der ein IContak-Joch 804 aufweist, 
wird auf einem Saiziumsubsirat (Si-Substrat) 801 herge- 
itellL Eine Diff usionssehieht 803 wird an der Oberflichc 



des Subs mm 001 dort ausgebildet. wo das Komikdoch 
804 Erefljc^t. Dann wird eine TISb-Schicbt OOSpn der 
Obcrfllcbe der Dimjsioraschicbt 802 hergestellt Eine in 
dem ictrten Yorgang crzcugte Yerschminzuiigsicbicht 
5 »6 1st in der ObeHUdbe der T£i r Sdnc6t g05%brhan- 
denCrTg.t4(a)X f 

Zuerrt wird das Substrat 801 auf den WaferhalUr 102 
fa dcr in Pig.5 gezdftcn Vakuumkammer 101 [aufge> 
aetzi Das Substrat 801 wird in (fit VaJonunkainmer301 
10 Obex 0% Vakuiimkamaera 10t 102 befeoWvid auf 
den Waferhakcr 313 in der Yahiumkainmer 30ltnfge- 
setzt Dann wird das Innere der Vakuumkamnw 301 
craJoiicn auf einen Druck von 1 x 10~ 4 Pa odefwem- 
ger. Dann wird ein Venul 317 geoifaet, und Hz einer 
is Menge von 100 cc/Kfimrce emgelassen. und w3d der 
Druck in dcr Vakuumkammer 301 auf 5j0 mPa (tmge- 
stelh. Wcnn th diesem Zustand an das ResonaqxrQpr319 
Hc^in^ucnzcijcrgie mit 30 bis 150 W bei 13£6 
anfele^t wird, wird cine ekktrache Entladung hi 
30 gemfen. und ein Wissersioffplasma erreugt t 
se$ Wasserstoffplasma erxcugte Wasscmc.... 
gelangen zur Oberflficbe des Scbstna, und der 
film auf der Substratobcrflacbc wird geittt (Fig. 1 
Nach einer 10 bis 60 Sekunden bogen Atzung 
23 das Wracjsroffplasma fat die Vcrschmutzun 

806 auf dem AJ-Si-Cu-F£m 803 volkundjg enkfexnt 
(Fig. 14 (c)\ Dann wird die Zufuhr von Ha g«eopit, ein 
Ventil 321 gefiffnet, und O z in einer ilenge von 100 
oc/Minute eingeiassen. Der Druck in der Yakutarlkanv 
» avrr 301 wird oof 0,8 Pa eingc^xcHt, Zu dicscra Zcitpunkt 
wird ketne eleknische Entladung von Oj duKshgefOhrt 
Dieser Vorgang d*vcrt 30 bis 60 Sekunden lanig an. 
Durch dies en Vorgang werden O-Atome oder CU-Mo- 
iekflle auf dcr ObcrfUche des Siliriumoxids absorbiert 
ts (Rg. 14(c)). I 
Besonders Chlor wird fesi an den frekn Bindungen 
von Si absorbiert, 60 diB die freien Bindungen durch 
Chlor abgesatogr werden. Obwohl Chlor auoh an dar 
Ai-Sj-Cu-Oberflachc em Boden des Kontafcttochi ab- 
40 sorbien wirtt handelc cs skh hier haupnichlich um eine 
physDcaiische Absorption unter schwacher Absinigung 
dvrch Chlor bei Zitnmertemperatur (FTg. 14(d)> T 

tn diesem Zustand wird das Subnrat 801 von der 
Yakuumkanimer 301 aus Gber die VakuumJcammer 201 
45 in die Vakuumkarruner 401 befdrden, und wird auf die 
keramische Heizvorrichtung 402 in der Vafanirnkam- 
mer 401 aufgesetzt Das Substrat wird mnerhalb iincr 
vorbestmsnten Zeit auf eine gewflnscate Temperatur 
eiaaeregelt Beispielswebe nach Einateilvng der Tesbpe- 
90 rarur des Substrat* 701 auf 220* werden die Ansa err- 
vertnle 406, 407 geSffnet, und drei MiOUtcn laag 2^ CC/ 
Minute WF4 bzw. 14 cx^Minute Silan (SiHJ einge 
Dann wird die Zufuhr von WF e und SiHa uni 
chen. und das Innere der Vakuumkamner 401 evi^ 
ss Wenn in der Vakuurakajnracr 201 ein Druck von 5 x 
10~* Pa oder weniger eingesteUt wurde, wird derkb- 
sperrschjcber 104 geOffnet. und das Substrat 801 Iridic 
Vakuornkammer 101 befordert Wenn sich dann in der 
Vakiiumkammer cin Drjck von 5 x 10" 6 Pa oder Jem- 
W ger eingesrelit bat wird oVr Abspermhieber ^03 geoff- 
tKt, und das Substrat 701 in die Vakuumkammerl201 
befordert und auf den Waferhalter 103 aufgesetzt 

in diesem Zusund wird der Aispemehieber dec 
Pump systems gesch lessen, welches die Valonimkammer 
101 evakuiert das Vcrttil 105 wird geOffnet trockener 
N 2 wird in die Vakuumkammcr 101 emgelassen, bis sich 
im Inneren der Kammer 101 Afmos^hirendnick fcin- 
steUt. und dann wird das Suostrat 001 aus dcr rUmnter 
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101 najeh auBen entnommen. 

Wird dieses Substrat 801 durcb SEM unterjudu, so 
neUt rich heraus, da6 ein W-Fiira ran eisrrichender 
Selekuvhlt in einer Diclte von 1,2 \ua in dan Kontakr- 
loch bxrgestdlt wurde. Nach Erzeugung cinci Al-Si-Cu- g 
Films aoi dem Substrat und enlsptechende Mnsterer- 
rcugung werdco dann dc dektrtschea Eigeoscaaften 
gemessen. Es lass en itch stabile elektrfcche Hgenschaf- 
ten crzieJeo. DarGber hinaus kaim die Ku rascnhifla ua- 
beutc wesentllcb verbessert werden. Dies m deswegen io 
beachtlich, da die Eitteugung von W-Komcr auf dem 
Uotterfilm gesteuert bzw. verrtagen wiri 

Bd dem arfntfungsgeraaBen Verfahren wie voranzte- 
bend erlautert umfaflt cfie iwdstcfige Vorbchandluog 
die Schritte, diB ein Substrat eioer Plasmagtmasphfire ts 
aus ciocm Inertias oder WassentotTgas ausgesetzt 
wird, und aaraufhin eincr Gasatznospb&re ausgescm 
wird, welnhe H ale f en t tome rait Amnahmc von Fhior 
enthalt Durcb d&cse beiden Vorbehand3ungttchrittc 
wird selektiy ein MetallfQm am Boden einer Offnung » 
erzcugt, die in exnem UoCcrfflm vorgesehen tst 



gckei 



I JO 



8. Verfahren nach Anspruch l r dadurcb 
ceichnrt, daS der Schrin der Ablagerung eintjs 
tallnimx bri eioer Substranemperttur von 
260 Gnd durcbgefQfert wird. 

9. Verfahren nach Ansprceh 1, dadurch 
xciennet dafi der Schrin der Ablagerung einejs 
tallfllms bei einer Subatrauemperatur von 
220 GraddurchgtKihrt wird 

Hlerzu 14 Sehe(n) Zeichnnngen 



gekenn- 
Me- 
200 bis 



no* 
Me- 
nu. 



Paten tansprOcfae 

1. Yerfahren zw selektrven Ablagerung dna Me- zs 
taJlfUros in einer Offnung einer IsoJiersehicht, die 
auf ein cm Halbleitersubstrat vorgesehen 1st, wobei 
die Offnung die Oberfiacbc xumindest entweder 
einer Metallschicht, einer Halbldtersehieht oder 
des Haibleitersubslraa freilegt, gekeimsekfanet 30 
durch fblgende Schhrte: 

Aussetzen einer Oberfiacbc einer bofierschicht 
und der durcb die Offnung freigdegico Obcrfllche 
einem Oasplaama, welebes ziimindest encweder ein 
inerigas oder Wisactttoff cnthalt; 55 
Aussetzen der Isofierschich: einem Gas, welches 
Halogenatome abgesehen von Pluoraiomen cnt- 
nah;und 

seiefctives Ablagern eines Metallfums in der Off 
nung der Isotf erschicht. ^ 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurcb gekenn- 
zeiehnet dafl das Gas, welches Halogenatome mit 
Ausnahme von Fluor cmhaft, ein Gaa aus der Grup- 
peist,wdche Ck, BCU, HC1 und CCU umfiBt. 

3. Verfahren nach Anjcpmch 1, dadurch gelcenn- 45 
zeichne^ dafi der Schrin des Atisscueos eines 
Halbleitersubstrats gegenuber dem Gaiplasma und 
dem Ga^ welches Halogenatome mit Ausnahme 
von Fhioratomen enthalt, Icontinuicrlich in dersel- 
ben Vaimumkainmer durchgef obn werden, so 
4 4 Verfahren nach Anspruch 1, dadurcb gekenn- 
zeiebnet, dafi der MetallBlm aus zummdest einem 
MetaU bes tent, welches aus der Grappe stammt, die 
W.Ti, Mo undCu umfafit 

Su Verfahren nach Anspruch I, dadurcb gekenn- 55 
zeichnc^ dafi du loeiTgas Ar oder He ist 

6, VerfahreD nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnev daB der Scbrfct des Aussetzens des Halb- 
Idtersubstrau dem Gas. welches Halogenatome 
mit Ausnahme von Fluor ito men enthSJt, bei einer eo 
Substrattemperaturvoa -30 bis 60Graddurchge- 
fQhn wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn* 
zeichnet, da3 der Schrltt des Ausseuens des Haib- 
leitcrsubstrati dem Halogenatome mit Ausnahme « 
von Fluoratomen enthaliendcn Gas bei einer Sub- 
strattemperatur von 10 bis 30 Grad durchgefuhrt 

wird. 
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